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Microscope : Oxford Instruments

Modele: MFP-3D Origin

Caractéristiques: Laser + Photodétecteur + Actionneurs piézoélectriques
Résolution latérale: < 0,5 nm

Résolution verticale: < 0,25 nm

Plage de scan XY: 90 um

Plagede scanZ: 15 pm

Modes: Contact, tapping, non-contact, et modes avancés (EFM, PFM, MFM,
etc.)



Présentation de la technique MATERIO
. J °

La microscopie a force atomique (AFM) est une technique d’imagerie de surface
a Uéchelle nanométrique. Elle permet de mesurer la topographie, les
propriétés meécaniques locales (module, adhésion), électriques (courant,
potentiel) et, plus largement, Uinteraction entre une pointe et la surface d’un

échantillon.
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Schéma de fonctionnement de ’analyse en microscopie a force
atomique

LAFM utilise une pointe nanométrique fixée a lUextrémité d’un micro-levier.
Lorsque la pointe s’approche d’une surface, elle ressent des forces de courte et
de longue portée (van der Waals, capillaires, électrostatiques). La déflexion du
levier, induite par ces forces, est lue optiquement via un faisceau laser réfléchi

vers une photodiode a quatre quadrants.



Applications potentielles MATERIO
N -

de la

imagerie topographique,
détermination de la rugosité
moyenne (Ra) et quadratique
(Rq) sur tout type
d’échantillons solides.
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Figure 4. (a,b) AFM images for the (a) topography and (b) current distribution of the CVD-grown
Voo e = Cayt monolayer graphene flake on SiO;. (¢) Force-distance curve. (d) Resistance profile of the graphene
of thisamice) . flake as a function of the distance from the tip to the electrode.

Figure 2. A.20 ym x 20 um region of Sample 1 scanned using different imaging methods (.
used : (d) i
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